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1. はじめに 

 シリコンフォトニクスにおいて，Si上 Geエ

ピタキシャル層は受光器として利用されてい

る[1]．前回，Si上に選択成長した Ge メサ構造

の側壁において，Si保護膜成長時に SiGe 混晶

が自然形成されることを報告した[2]．今回は，

Si保護膜の成長温度が混晶化やGeメサ構造の

形状に与える影響を調べたので報告する． 

2. 実験方法 

 超高真空化学気相堆積法により，Si(001)基板

上へ Ge 層を 700℃で選択成長した．選択成長

マスクには熱酸化 SiO2を用い，Ge 膜厚は 500 

nm(平坦な Ge 層の場合)とした．Fig. 1 のよう

なライン状の Ge メサ構造を形成した．メサ底

辺の幅の典型値は 0.7 µmである．メサ上に 10, 

25, 50 nmの Si保護膜を 600℃あるいは 530℃

で成長した．SEM及び顕微 Raman 測定(励起波

長 457 nm，直径 1 µm)により評価した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Typical optical microscope image. 

3. 実験結果 

 Fig. 2にSi保護膜を 50 nm形成した試料に対

する典型的な断面 SEM 像を示す．600℃で Si

保護膜を成長した場合(Fig. 2(a))，Ge メサ表面

はファセット面で囲まれておらず，凹凸が現れ

た．一方，530℃で Si保護膜を成長させた場合

(Fig. 2(b))，(113)面や(111)面のようなファセッ

ト面で構成されていることがわかる． 

 Fig. 3 に顕微 Raman 測定の結果を示す．前回

報告したように[2]，Si 保護膜成長後に Si-Ge

結合に由来するピークが観測され，SiGe 混晶

が自然形成されたことがわかる．Si 保護膜の

成長温度を 530℃に低下すると，Si-Ge 結合に

由来するピークの強度が減少した．SiGe 形成

が抑制されていることに対応する．SiGe 混晶

化と表面形状変化に関連が見られた． 

 

 

 

 

  

(a) 600℃             (b) 530℃ 

Fig. 2. Cross-sectional SEM images. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Typical micro-Raman spectra. 

4. まとめ 

 選択成長した Ge メサ構造において，Si保護

膜の成長温度を低下させることで，SiGe 混晶

化が抑制された．SiGe 混晶化と表面形状変化

にも関連が見られた． 
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